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Courbe caracteristique d'une diode ordinaire au silicium, le

m T | Dinde 1N4001] courant étant fonction de la tension, directe ou inverse,
= appliquee a ses bormes.
704
c0 4 N n determine quemla ter_wsinn de seuwl de |la diode est_misine
Tension  3g] de sauil de O B5 Y, valeur a partir de laguelle, dans le sens direct,
de zener ] . elle devient passante.
A S T . I
0 | Ho 20 02 04 06 08 1V =a tension de zener, ou tension de claguage, est en
l'occurence de S0 % environ. 51 la diode est soumise & une
i — tension inverse atteignant cette valeur, elle est aussitdt
— ) b detrute ("claguage™).
polarization polarization
Iy Erse directe Mota: les echelles en abscisse ne sont pas les memes.
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(hmA A Forward

current
Reverse
breakdown
voltage ~ =
- Reverse bias l Forward bias N
(v) Reverse voltage - T = : Forward voltage ()
: _ diial) "'J;; 1’300 mV: Germanium |
oo otk > 690 mV: Silicon |
- 20 pA: Silicon R ’

"Zener breackdown
or avalanche region Reverse

(-DHA Y current
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1N4148 100V 100mA
1N4001 50V 1A
1N4004 400V 1A
1N4007 1000V 1A
1N5404 400V 3A
1N5408 1000V 3A
BY255 1300V 3A

Choix des diodes de redressemnent

1- sa tension inverse maximale, ou tension de claquage: cest la valeur de I tension inverse (cathade -

Deux caractéristiques sont i considérer dans le choix 4'une diode:

s Jlaid) - 5

casill Ales 2 alaall clextia) aal
s Lad Ol Ol ae A alaal) JLAAN . LISY) .
:VRRM (JbY) sisi ) alaall alie¥) ousall il . 1

Anode (+)

anode) qui provoquerait sa destruction: SOV pour une 1 N4001, 1000V pomr une 1 N4007.

une BY255, 30 mA environ pour une DEL.

Marquage: Ia cathode est repérée par un anmean de conlenr claire

La 1 4007, frés peu onéreuse, est par excellence 1a diode & tout faire, puisquelle supporte 1000 V

appelee digde de commutation ou diode petits signanx.
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*1N4933, 1N4934, 1N4935, 1N4936, 1N4937

—ELA\ MUJ

Rating Symbol [1N4933|1N4934 1N4935 | 1N4936 | 1N4937 | Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage [ VVRRM 50 100 200 400 600 V ]
Working Peak Reverse Voltage VRWM
DC Blocking Voltage VR
Non-Repetitive Peak Reverse Voltage VRSM 75 150 250 450 650 V
RMS Reverse Voltage VR(RMS) 35 70 140 280 420
Average Rectified Forward Current lo 1.0 A
(Single phase, resistive load, TA = 75°C) (Note 2)
Non-Repetitive Peak Surge Current IEsMm 30 A
(Surge applied at rated load conditions)
Operating Junction Temperature Range Ty, Tstg - 6510 +150 e

Storage Temperature Range




Diode 1N4007
Cathode —|ﬂ— Anode
[ - Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage - 1000 V ] I-

[ - Average Forward Output Current - 1 A ] Band

- Maximum Forward Voltage Drop per element at 1.0ADC-1.1-V
- Package - DO-41

- Weight 0.33 grams

- Operating and Storage Temperature Range -65...+#175 °C

Criteres de choix technologiques :

Deux criteres :

La tension maximale aux bornes d’une diode du redresseur doit étre inférieure
a Vrry de la diode choisie.

Le courant maximum dans le redresseur doit étre inférieur au courant lrrny.



11.3.3) Caracteéristique d’une diode.
LFL—IJ
A lo : courant moyen direct
If : courant continu direct.
IF.L\.I' I'II . P s ramgs
Ieons 1 |FRM : Courant direct de pointe repétitif
I ||=5p.r| . Courant de pointe non répétitif.
I,
IR : Intensité inverse.
_f' VF : Tension directe continue, tension de
< ':?m " v . seuil.
e (IR ! VE
i VF (4) VRrwM : tension inverse de pointe répétitive

\J
IR( Al




1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007

MAXIMUM RATINGS

Rating Symbol | 1N4001 | 1N4002 | 1N4003 | 1N4004 | 1N4005 | 1N4006 | 1N4007 | Unit
tPeak Repetitive Reverse Voltage VRRM 50 100 200 400 600 800 1000 V
Working Peak Reverse Voltage VRwM
DC Blocking Voltage VR
tNon-Repetitive Peak Reverse Voltage VRsm 60 120 240 480 720 1000 1200 V
(halfwave, single phase, 60 Hz)
tRMS Reverse Voltage VRRMS) 35 70 140 280 420 560 700 A
tAverage Rectified Forward Current lo 1.0 A
(single phase, resistive load,
60 Hz, Tp = 75°C)
tNon-Repetitive Peak Surge Current lesm 30 (for 1 cycle) A
(surge applied at rated load conditions)
Operating and Storage Junction Ty -651to0 +175 °C
Temperature Range Tstg
RATING SYMBOL|1N4001 | 1N4002| 1N4003| 1N4004| 1N4005| 1N4006 | 1N4007 | BY133 | UNIT
Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage VrRm 50 100 200 400 600 800 | 1000 | 1300 A
Maximum RMS Voltage WVRms 35 70 140 280 420 560 700 | 1000 A
Maximum DC Blocking Voltage Voo 50 100 200 400 600 800 | 1000 | 1300 A
Maximum Average Forward Current
IF(av) 1.0 A
0.375"(9.5mm) Lead Length Ta=75°C
Peak Forward Surge Current
8.3ms Single half sine wave Superimposed IFsm 50 A
on rated load (JEDEC Method)
Maximum Forward Voltage at Ir = 1.0 Amp. VF 0.95 1.0 \'
Maximum DC Reverse Current Ta=25°C Ir 2.0 nA
at rated DC Blocking Voltage Ta=100°C RiH) 50 uA
Typical Junction Capacitance (Note1) Cy 15 pF
Typical Thermal Resistance (Mote2) ROJA 26 “CIW
Junction Temperature Range TJ -65to + 175 °C
Storage Temperature Range Tsta -65to + 175 °C
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1N4001 Diode Pinout

1N4001 Diode __ cathode Marking

e

Anode (+) ﬂ Cathode (=)

Direction of Current Flow IIII»

1N4001 Diode Electronic Symbol

3 Cathode Marking
Anode (+) D I Cathode (=)



1N4148 Diode Pinout

1N4148 Diode Cathode Marking

Anode (+) m Cathode (=)

Direction of Current Flow IIII»

1N4148 Diode Electronic Symbol

~———3» Cathode Marking
Anode (+) D I Cathode (=)






Le courant ne

Courant passe pas:: la
o] we wer @ dans la diode | diode est

HOLD| MINMAX  RANGE

bloquée

mV 0
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Remplacement et équivalent Si vous travaillez sous 400V, vous pouvez utiliser
1N4004, si sous 600V utilisez 1N4005, si 800V utilisez 1N4006, ils sont

a plus de 800 V et en dessous de 1000 V, vous pouvez utiliser les diodes HER208
HER158, FR207, FR107 comme équivalents. Si vous travaillez au dessus de 1000
Q vous pouvez utiliser EM520, EM513 et 1N5399 en remplacement.

exactement les mémes dans les autres valeurs de 1N4007. Mais si vous travaillez

4

/

1N4007 Diode Pinout

1N4007 Diode

Applications | 1_
Anode (+)

« Alimentations . Cathode (-)
Direction of Current Flow ""*

Cathode Marking

Chargeurs de batterie
1N4007 Diode Electronic Symbol

Doubleurs de tension —— Cathode Marki
ing

Adaptateurs Anode (+)
W, Cathode (=)

Rectification

Components protection

Blocage de la tension d'entrée la ou cela n'est pas nécessaire
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Exemple : BZX 55C 6V2
B Silicium
Z type (Z pour Zener)
X55 référence constructeur
C Tolérance 5%
A:1%
B:2%
D:10%
E:20%
6V2 indique que VZ = 6,2V.




|J3='Jel-4u4biu'ae\

type Vzmin(V) Vzmax(V) | lzmax(mA)
BZT52C2V4 2.2 2.6 192
BZT52C2V7 2.5 2.9 172
BZT52C3V0 2.8 3.2 156
BZT52C3V3 3.1 3.5 143
BZT52C3V6 34 3.8 132
BZT52C3V9 3.6 4.2 119
BZT52C4V3 4.0 4.6 109
BZT52C4AV7 4.4 5.0 100
BZT52C5V1 4.8 5.4 93
BZT52C5V6 5.2 6.0 83
BZT52C6V2 5.8 6.6 76
BZT52C6V8 6.4 7.2 69
BZT52C7V5 7.0 7.9 63
BZT52C8V2 7.7 8.7 57
BZT52C9V1 8.5 9.6 52
BZT52C10V 9.4 10.6 47
BZT52C11V 10.4 11.6 43
BZT52C12V 11.4 12.7 39
BZT52C13V 12.4 14.1 35
BZT52C15V 13.8 15.6 29
BZT52C16V 15.3 17.1 29
BZT52C18V 16.8 19.1 26
BZT52C20V 18.8 21.2 24
BZT52C22V 20.8 23.3 21
BZT52C24V 22.8 25.6 20
BZT52C27V 25.1 28.9 17
BZT52C30V 28 32 16
BZT52C33V 31 35 14
BZT52C36V 34 38 13

type Vzmin(V) | Vzmax(V) | 1zmax(mA)
BZT52C2V4 2.2 2.6 192
BZT52C2V7 25 29 172
BZT52C3V0 2.8 3.2 156
BZT52C3V3 31 3.5 143
BZT52C3V6 3.4 3.8 132
BZT52C3V9 3.6 4.2 119
BZT52C4V3 4.0 4.6 109
BZT52C4V7 4.4 5.0 100
BZT52C5V1 4.8 5.4 93
BZT52C5V6 5.2 6.0 83
BZT52C6V2 5.8 6.6 76
BZT52C6V8 6.4 7.2 69
BZT52C7V5 7.0 7.9 63
BZT52C8V2 7.7 8.7 57
BZT52C9V1 8.5 9.6 52
BZT52C10V 9.4 10.6 47
BZT52C11V 10.4 11.6 43
BZT52C12V 1.4 12.7 39
BZT52C13V 12.4 141 35
BZT52C15V 13.8 15.6 32
BZT52C16V 15.3 171 29
BZT52C18V 16.8 19.1 26
BZT52C20V 18.8 21.2 24
BZT52C22V 20.8 23.3 21
BZT52C24V 22.8 25.6 20
BZT52C27V 251 28.9 17
BZT52C30V 28 32 16
BZT52C33V 31 35 14
BZT52C36V 34 38 13




Electrical Characteristics 1 =25 wiess onenise nowed).

Maximum VF = 1.2Y at IF = 200mA

MNominal Tast Maximum Zener impedance’™ M i Surge Ma i

Zaner current reverse leakage current | current regulator

voltage'™ eurrent'®
at Fray at at at

lzT at |zt 27k rd 4 IR atVr Ta=25"C | Ta=50°C

Type Vz V) lzT (mA) (1) (1) (mA) (A v} IR [mA) lzm {mA)
1N4728 2.3 76 10 400 10 100 1 1380 278
1M4724 36 &9 10 400 1.0 100 1 1260 252
1MN4730 g &4 e 400 1.0 50 1 1180 234
TNAT 4.3 58 g 400 1.0 10 1 1070 217
1MN4T 32 4.7 53 B 500 1.0 10 1 a70 193
1MN4733 5.1 49 7 550 1.0 10 1 890 178
1N4734 5.6 45 5 600 1.0 10 2 810 162
1MN47 35 6.2 41 2 700 1.0 10 2 730 146
1MNAT 36 6.8 ar 35 700 10 10 -4 BE0 132
1MN4T 37 7.5 34 4.0 700 05 10 ) 605 121
1M4T 38 8.2 31 4.5 700 0.5 0 6 550 110
1M4730 a.1 28 5.0 700 05 10 7 500 100
1N4740 10 25 7 700 025 10 7.6 454 )
1N4T 41 11 23 B 700 025 5 8.4 414 83
1N4T42 12 21 g 700 0.25 & 8.1 380 76
1NAT743 13 19 10 700 0.25 5 0.9 34 Ba
1M4 744 15 17 14 700 025 5 114 304 61
1MN4T45 16 155 16 700 025 5 122 2B5 57
1N4T46 18 14 20 750 025 5 137 250 50
1N T AT 20 12.5 22 750 0.25 5 152 225 45
1MN4T 48 22 11.5 23 750 0.25 & 16.7 205 a4
1N4T49 24 10.5 25 750 025 5 182 180 38
1MN4T 50 27 05 35 750 0.25 5 206 170 3
1MN4751 30 85 40 1000 025 5 228 150 30
1M 752 33 7.5 45 1000 025 5 251 135 27
1MN4T53 36 70 50 1000 0.25 a 274 125 25
1MN47 54 ag 6.5 B0 1000 0.25 & 297 115 23
1MN4TES 43 6.0 70 1500 0.25 5 327 110 2
1M4 T 56 a7 55 80 1500 0.25 5 358 g5 14
1MN4 757 51 5.0 g5 1500 025 5 3gs a0 18
1N 758 56 45 110 2000 025 5 426 80 16
1MN47T 50 62 4.0 125 2000 025 5 471 70 14
1N4TE0 B8 37 150 2000 0.25 & 51.7 65 13
1NATE1 75 33 175 2000 0.25 5 560 B0 12
1MN4TE2 82 30 200 3000 0.25 5 622 S5 11
1MN4TE a1 28 250 3000 025 5 692 50 10
1N4T764 100 25 350 3000 025 5 76.0 45 9
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Caractéristiques 1N4728 Diode Zener

- Tension nominale Zener: 3,3 V

- La tolérance de tension Zener est de + 10 %

- Impédance Zener maximum a 76 mA: 10 Ohm
- Impédance Zener maximale a 1 mA: 400 Ohm
- Power Dissipation: 1 W

- Tension directe maximale a 200 mA: 1,2V

- Paquet - DO-41

- Poids: 0,35 grammes

- Plage de températures de fonctionnement et de stockage: -65 a +175 °C






Zener Diode Applications

The zener diode provides a stable voltage (V,) from a varying source voltage (V).

R
e E— o +
Unregulated Regulated (Fixed)
input voltage output voltage,
Vi) (Vo)
-0 O .
Typical application
I; R lioap
+o—p— | >0 +
T
«— V
v, . vz
-0 O .
Circuit analysis
VI - Vz ;
I.=1,+1, amps K= ohms V.=V,-V, volts

T




CLARENCE MELVIN ZENER

Clarence Melvin Zener (1905-1993)

| 10A 250VAC 10A 125V4G

4
¥

| i0A 30VDC 10A° 28VDC



Caracteristiques 1N4728 Diode Zener
Tension nominale Zener: 3,3V

La tolérance de tension Zener est de + 10%
Impendace Zener maximuma 76 mA: 100hm
Impédance Zener maximale a 1 mA: 4000hm
Power Dissipation: 1W

Tension directe maximalea 200 mA: 1,2V
Paquet - DO-41

Poids: 0,35grammes

Plage de températures de fonctionnement et de stockage: -65 a +175° C

Caractéristiques 1N4742 Diode Zener

Tension nominale Zener: 12V ‘ 1 N 4 74 2 ‘

La tolérance de tension Zener est de + 10%

Impédance Zener maximum a 21 mA: 90hm
Impédance maximale de Zener a 0,25 mA: 7000hm
Power Dissipation: 1W

Tension directe maximale a 200 mA: 1,2V

Paquet - DO-41

Poids: 0,35grammes

Plage de températures de fonctionnement et de stockage: -65 a +175° C



Maximum ratings and Characteristics Grenz- und Kennwerte

{Ty= 25°C unless othenwise specified) {Ti = 25°C wenn richt anders spesilizient)
Type F-voltage range 1) Dynamic resictance Tesnp. Coeffic. Reverss voll. T-current )
o Z-Spanngs.-Bereich 7 DAY, Widlerstarid of Z-voltage SPESTSRANT. T-Stroe 9
Iz = S et ZSpannung L, = 100 i T, = 250C
Ve V] | Ve [V] | Za [0 I i) e {107 j20] Vi [V] Famas [r0IA]
BITSICIV4 13 26 < 100 5 9.4 1 (=50 pi) 192
BITSICINT 15 28 < 140 5 0.4 {30 pA) 172
BITSICIND 18 iz < 120 5 8.5 L (<10 pij 156
BETSICIVE 11 is < 130 5 8.5 1 (<5 i) 143
BETSICIVE 14 iE < 130 5 8.5 15 pa) 131
BZT52C3VD 16 4z £ 130 5 B 1(=3 pi) 119
BITSICHG 40 46 < 130 5 .3 1{=3 Ay 109
BETSICHT 4.4 5.0 < 130 5 542 (=3 pa) 100
BETSICEVY 48 5.4 < 130 5 242 (=2 pa) o3
BFT5IC5VE 5.3 &0 < 80 5 545 2=l by &3
BET5206VE 58 66 =50 5 a.+6 4 {3 Py 76
BETS206VE 5.4 7.2 <10 5 +3..47 4 (22 ) &9
BITSICIVS ] 7.9 =30 5 347 5 (=1 pa) 63
BITSICAVE 77 ar 230 5 +B.+7 5 (<10.7 pA) 57
BETSICTYE B85 96 <30 5 +3..49 6 {105 u) 52
8ZT5IC0 9.4 0.6 =30 5 +3.4+10 7 47
BETSIC1L 104 116 =30 5 311 B 43
87752012 114 127 =35 5 LT 5 )
BZT52C13 124 14.1 =35 5 I+ 0 35
BETSICIS 138 156 240 5 3811 11 12
BIT5ICLE 153 174 =40 5 311 12 9
BZT5IC1E 166 19.1 « 45 5 +3.811 13 6
BIT5IC20 1BE 1.3 =50 5 +3.#11 i5 24
BIT5IC22 nE 13 =55 5 +4+12 17 71
BITSIC24 1R 5.6 <60 5 +4.+13 19 0
BITSIC27 5.1 m.a =70 2 +4_#12 2 17
BZT52C30 = EF < 80 2 +4..+12 23 16
BIT5IC33 31 5 = 80 2 +4_+12 5 14
BZT52C36 4 36 =0 2 4. +12 7 13
I = 2.5 pak
BZT52039 7 a1 2100 : 4 +13 30 (= 2 pA) 12
BIT5IC43 40 %6 2130 2 4513 33 (< 2 pA) 11
BIT5IC47 4 50 2150 2 +4.412 36 [« 2 pA) 10
BET52C51 4 54 =180 2 4412 39 (= 1 pa) a
BET52C56 52 &0 <1 2 +4..+12 43 (< 1y a
BIT5IC62 =3 &6 =200 2 +4.+12 47 (<02 sh) a
BITSICEE €4 72 =250 2 +4_+12 53 (<02 sh) 7
BETSICTS 0 79 2300 2 +4_+12 57 (<02 sh) &

I Tested with pulses (20 ms) — Gemesden mit Impulsen (20 ms)
2 Maunted or P.C. beard with 25 mer’ copper pads at each terminal
Mantzge suf Letterplatte mit 25 i’ Kupferbelag [Litpad & jedem Anschluss)
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Temperature (°C)

Thermistor Characteristic NTC Curve
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B57164K0150J000
R/T No. 1203
T (CC) Bgs.-1og = 2900 K, Rgs = 15 Q, TR = 25 DC, ARRIRR = 50/{‘.:
Rrom[€2] Runin[€2] Rmar{ 2] ARR/Re[+%] | AT[+°C] o (%/K)

—55.0 | 453.8 382.3 525.3 15.8 2.8 5.6
—50.0 | 3445 293.3 395.7 14.9 2.7 54
—45.0 |264.2 227.2 301.2 14.0 2.7 52
—40.0 |204.8 177.8 231.7 13.2 2.6 5.0
—35.0 | 160.1 140.2 179.9 12.4 2.6 4.8
—30.0 |126.3 111.6 141.0 1.7 2.5 4.7
—25.0 |100.5 89.52 111.5 10.9 2.4 4.5
—20.0 | 80.64 72.38 88.89 10.2 2.4 4.3
-15.0 | 65.17 58.93 71.40 9.6 2.3 4.2
—-10.0 | 53.06 48.32 57.80 8.9 2.2 4.0
—5.0 | 43.49 39.88 4711 8.3 2.1 3.9
0.0 | 35.89 33.12 38.66 7.7 2.0 3.8
5.0 | 29.80 27.67 31.93 7.1 2.0 3.7
10.0 | 24.89 23.25 26.54 6.6 1.9 3.5
15.0 | 20.91 19.64 22.18 6.1 1.8 3.4
20.0 | 17.67 16.69 18.65 5.5 1.7 3.3
25.0 | 15.00 14.25 15.75 5.0 1.6 3.2
30.0 | 12.80 12.09 13.51 5.5 1.8 3.1
35.0 | 10.98 10.32 11.63 6.0 2.0 3.0
40.0 9.455 8.845 10.06 6.4 2.2 2.9
45.0 8.180 7.617 8.743 6.9 2.4 2.9
50.0 7.108 6.588 7.627 7.3 2.6 2.8
55.0 6.200 5722 6.679 7.7 2.9 2.7
60.0 5.430 4.989 5.871 8.1 3.1 2.6
65.0 4.773 4.368 5.179 8.5 3.3 2.5
70.0 4.211 3.837 4.585 8.9 3.6 2.5
75.0 3.728 3.383 4.072 9.2 3.8 2.4
80.0 3.310 2.993 3.628 9.6 4.1 2.3
85.0 2.949 2.656 3.243 9.9 4.4 2.3
90.0 2.636 2.365 2.907 10.3 4.6 2.2
95.0 2.363 2.112 2.613 10.6 4.9 2.2
100.0 2.124 1.892 2.355 10.9 5.2 2.1
105.0 1.914 1.699 2.129 11.2 5.5 2.1
110.0 1.730 1.530 1.929 115 5.8 2.0
115.0 1.567 1.382 1.752 11.8 6.1 2.0
120.0 1.423 1.251 1.595 12.1 6.4 1.9
125.0 1.296 1.135 1.456 12.4 6.7 1.9

NTC thermistors for
temperature measurement




Résistance PTC PC B750

Thermistance PTC
température min de fonctionnement: -40 °C

Tension nominale (AC): 420 V
température max de fonctionnement: 125 °C
Tension nominale (DC): 420 V

courant de commutation: 2 A

résistance ohmique: 150 Q

EPC B59860-C120

* Thermistance PTC pour limitation de surintensité

* hauteur totale: 14,5 mm

+ Catégorie CEl-climat : 40/125/56

* Courant nominal : 0,14 A

* Courant commuté : 0,28 A

+ temps de commutation : 8 s

+ epaisseur du disque : 5 mm

+ diametre du disque : max. 11 millimétre
+ Température max.-40 ... +125

* Tension de fonctionnement265 V



Reésistance PTC EPC B59860-120 . 15 Ohm. 265V, 120° C

Geéneéral

Type

Forme de montage
Température max.
Tolérance

Autre
specification

Les mesures
Espacement du contenu

Valeurs électriques

Tension de fonctionnement
Résistance

Spécifications du fabricant

Fabricant
Numéro d'usine
Poids du paquet
RoHS

EAN / GTIN

Détails techniques

Thermistance PTC
Filaire

-40 ... +125

25%

PTC

5mm

265V
15 Ohm

EPCOS
B59860-C120-A70
0.001 kg
conformable
9900002401564




La principale caractéristique d'une CTN ou d'une CTP est sa valeur (QQ) a la température de 25°C.
Le plus souvent, le marquage du composant est un nombre a 3 chiffres,

les 2 premiers chiffres figurent la valeur, le 3eme chiffre le multiplicateur en puissance de 10.

103
XA

10 x 10° =10 x 1000 = 10 000 2 = 10k

- [ Support

| Sonde de
| température

Thermistance




La différence fondamentale est que lorsque la température augmente , le PTC augmente la résistance et le NTC diminue la résistance .

=T R A
MO

1K

NTC 25°C 100°C

Thermistance MTC

)_li-_
Simbolo y curva caracteristica de la NTC.

+T

PTC

R A

1M ()

100 )

70°C 100°C

Curva caracteristica de la PTC.

) ®
+ &

Thermistance FTC

Y
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COURBE DE REFPOMSE D'UME CTM [valeur nominale & 25°C]

k. €2

ko | aleur nominale ; 47 K. |

YW aleur nominale ; 10 k 52 145 |+

10 1-

105 |

a0

1]
4y

1

22 a0 £ 45 °C
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25°C o CTN 3, jnda 0 »

S A8 e el (358 Led Jaas s Uaedd Aol gy il 508 Lef s

. CIN i)k

ol G J gl (i o il

T=25°C
83.33 | 66.66| 50 |33.33|16.66| 0 I(mA)
5 4 3 2 1 0 | V(Voli)

100°C J!CT-NJHS_J\PE.:.L_JJ&JJH%JQ:\M {_J.p.n.ia.'ldui Ve
: A gl (s Y

T=100°C
454 | 363 | 272 | 181 90 0 I(mA)
5 4 3 2 1 0 | V(Vol)

150°C N CTN 3 ) pm Aa yo ad )y amy 4 pall it 0l
: o Gl St o g

T=150°C
1250 | 1000 | 750 | 500 | 250 0 I(mA)
3 + 3 2 1 0 | V(Voly)
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Yl Alas 2
Adladf B adly 1.3



Thermistances
Gamme de températures des thermistances PTC les plus courantes :
— De 90 a 160°C, par échelon de 10 °C.

La courbe R = f (©), caractéristique d’'une sonde PTC est définie par la norme |IEC
60947-8.



711812021 TP : Mesure de la température par Fabrice | Quai Lab

gils

Représentation
symbolique d’une

thermistance

a Résistance A Résistance

Exemple de présentation pour les thermistances

CTN

1 | > | 1 >
0°C 100°C  Température 0°C 100°C  Température




Platine PT100/1000

Pracision Resistors - Basic Values

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni1000 Ni1000 NTC NTC
Tk3000 9 kOhm 10 kOhm

oC ()
50 80,31 A01,55 2 743 490,84 34914 bk AEA0
40 B4, 27 421,35 8427 791 530,83 167835 335070
-30 58,22 4411 862 2 842 871,69 85342 176580
20 4216 4n0 85 4216 523 913,48 48457 b 70
10 96,09 480,45 9el 5 946 906,24 27649 50300
0 100 500 1000 1000 1000 163254 32650
10 1039 5193 103 1055 1044,79 9614 13300
20 107,79 538,56 10779 1112 109065 62469 12490
25 109,74 0487 1037 4 1141 113,59 5C00 10000
30 a7 958 35 1Me7 1171 113761 4078 a0h0
40 115,54 ofll i 1554 1230 1185, /1 2062 4 6420
50 1154 897 1154 1291 1234597 160049 3600
60 17324 616,2 1732 4 1353 128544 124353 2440
/0 127,07 5€3 12/0 1417 133/7,14 875,81 1750
80 130,89 654,45 1308,9 1483 135012 628,09 1250
90 1347 6733 1347 1545 1444 33 458,08 520
1

100 135 6925 145 618 1500 339,44 stall






Gl las Jal (e
Bula dad (il Jal G | Jeaall
Bl daa LAY




|_ oeld £ 58 (e halila Lgd o 2p

Utilisation du capteur thermopile MLX9024

dlay Al CTN
r < gualall ;\,.\..ﬁ.ﬂ\




3yl Y ui& @'al.u
(A gana 43 Sy
g8 aSadl) Ja) (e adal 63l)




+ bl A Jalal) 5
PNPs! NPN (ilag (me (oS JoU Andign o iy 21

c C
N[PIN] = B_[: PNPEB—K

E E

2N2219 Transistor Pinout

TO - 39 Package

3| Collector BASE 33 &l - B

COLLECTEUR sl :C

11 Emitter

EMETTEUR <=l :E



2N2219 Transistor Pinout

TO - 39 Package

' NPN 3| Collector

11 Emitter

Emitter | Collector

2N3904 Transistor Pinout

TO-92 Package

NPN 3| Collector

' | 11 Emitter

Emitter || Collector

Base www.componentsinfo.com

Collecteur
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Transitor

t 2N 1711 o 3 - - .

{;rrlj:ax '.[;u[,E[;‘:nTn R s Oibvald Jasall : Jalal) (el A 4

/e max - 0V c

Prax 800 mW . ) alaall dpdy Jadall Ly sRa) Al 4
U ey o ) LD 3155 by oz gAY dualdl) 2

gain B - 100 a 300 pour I.=150 mA IC
7'—1 Ec

lhmax=lemax /B=054a 1,5 mA

Ig( mA) 0 0.3 04 0.59 0.66 0.68 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75

Vge (V) 0 0 0 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.09 0.12 0.2

Ic (mA) 0 0.03 | 0.05 | 0.07 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

Vee (V) 0 0.06 | 0.08 0.11 0.17 1.2 1.9 24 3.5 44 5.2 6.1
s 1= (V) GooA duald 2 I = (V) sl el
IC r'y IB“

z.9AN duald Jsdal) duald

<
O
m
<
(03]
m
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premiere lettre: Matériau utilisé

Deuxieme lettre (et éventuellement troisieme): Type de
transistor

: germanium

: silicium

. arséniure de gallium
: matériaux composes

A 0O P

C: transistor de faible puissance ou audio

D: transistor de puissance fréquence audio

F: transistor de faible puissance haute fréquence
LX: transistor de puissance haute fréquence

LY: phototransistor

PX: transistor de puissance haute fréquence

PY: phototransistor

S: transistor de faible puissance interrupteur

T: triac ou thyristor

U: transistor de puissance interrupteur

BC 547 : Transistor au silicium référence 547 de faible puissance ou audio

BPW34 : Photo-diode au silicium référence W34 .

BTA 10/400B : Triac au silicium 10A 400V




Limites d'utilisation d'un transistor

Pour chaque transistor, le constructeur garantit un fonctionnement normal et propose de ne pas dépasser
certaines valeurs limites des grandeurs caracteristiques. Ces valeurs limites sont consignées dans des
catalogues mis a la disposition des utilisateurs de composants électroniques. Parmi ces grandeurs on cite

notamment :

1- Le courant maximum d'entrée |IBMax
2- Le courant maximum de sortie ICMax
3 -La tension maximum de sortie VCEMax

4- La puissance maximum de sortie PCMax

Zone

d'utilisation en

Régime normal

Exemple :Transistor 2N2222

1- Le courant maximum d'entrée IBMax=2mA a 5mA
2- Le courant maximum de sortie ICMax=800mA
3- La tension maximum de sortie VCEMax=60V

4- La puissance maximum de sortie PCMax= 500mW

I 4 ot

P.max = Cte

(Te max <Ver max)
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Modele | Polarité P max Vce max | Ic max | hFe=p
BC238 NPN 200mw 20V I00mA 150
BC548 NPN 500mwW 30V I00mA 100
2N2222 NPN 500 mW 30V 800 mA | 100
MP33904 | NPN 625 mW 40V 200 mA | 100
2N4401 NPN 625 mW 60V 600 mA | 100
2N1711 NPN 800mWwW 60V 600mA 100
2N3053 NPN 1W 40V 700 mA | 60
BD139 NPN 12W 80V |A 40
TIP31 NPN 40W 40V 3A 25
TIP120 NPN 65W 60V SA 25
2N3055 NPN 100W 60V 12A 20
2N3906 PNP 350 mWw 40V 200 mA |60
BC558 PNP 500mwW 25V I00mA 75
2N2905 PNP 600 mW 40V 600 mA | 100
MPS2907 | PNP 625 mW 40V 600 mA | 60
MJE34 PNP o0W 40V 10A 50
MJ2955 PNP 150w 60V 15A 5
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Determine the Q point of the transistor circuit shown in Fig. 16. Also draw the d.c. load
line. Given B= 200 and VBE =0.7V .

i \
Vog —Ig Rg— V=0
Vag —Vge 1OV -0.7V
Now I~ = Blp=(200)(198 pA) =39.6 mA
Also Ver = Vee—IcRe: = 20V —(39.6mA) (330 Q)=20V-13.07V=6.93V

Therefore. the Q-point is /-= 39.6 mA and V= 6.93V,



In order to draw the d.c. load line, we need two end points

L.-".: a = ]|,-"r{..{.. — .Iir{-- R{ "

When IC = 0, VCE = VCC = 20V. This locates the point B of the load line on the collector-emitter
voltage axis as shown in Fig. 17.

When VCE =0, IC = VCC / RC = 20V/330Q = 60.6 mA.
This locates the point A of the load line on the collector current axis.
By joining these two points, d.c. load line AB is constructed as shown in Fig. 17.
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On fait le calcul de R pour V, = 5V:

~ Calcul de Ic:

Ona V.=V + Uy

Or il faut que le transistor soit saturé. Done Vo = Vg aat

D'autre part, Up.g =Ry -1

C
Done Vo=V ugat ¥+ Rpa I
Ve-V 12-02
Soit I, = cesal =0038 A
Ry 310

~ Calcul de

I 0,038
R B = g0 =000019 A=0.19mA

Iy min’

~ On prend un coefficient de sécurité de 1.5 pour étre sir que le transistor sera bien saturé :

Donc Iy, gat = Ity min - 1.5 =0.28 mA

~ Enfin, calcul de R

1l faut se souvenir que la jonction base émetteur se comporte comme une diode (voir cours
sur les diodes).

OnaV,=Ug+ Vpe - Or Vo = Vi gat = 0.7V (diode).
Donc Vo =R . Ij; oot + Ve sat
Ve - Vbe sat _ 507

Soit R = = = 15062 Q = 15 kQ
- 0,00028

Résumé :

~ On a donc réalisé un "interrupteur”" commandé électriquement:

~ Lorsque Vg = 0, le transistor est bloqué, et le relais n'est pas alimenté.

~ Lorsque V= 5V, I, est un "petit" courant de commande, qui laisse passer un "grand"

courant entre le colleteur et I'émetteur. Le relais est alimenté.

Remarque :

~ le calcul serait identique pour une LED & la place du relais. On aurait Ij,q = I, = 0.025A par
exemple (ca dépend de I'éclairage qu'on veut). 11 faudrait simplement faire attention de
meltre une résistance en série avec cette LED; car sinon elle serait alimentée en 12V comme

- W -U -02-2
le relais. (Calcul de cette résistance : Rjgqg = ——= sat “Uled _ 12-0. =390 Q

Lica 0025

par exemple. (Upq =2V pour une LED verte)).
~ Autre chose: I faut bien comprendre que le fait d'augmenter I, lorsque le transistor est

saturé ne change pas Ie. En effet, Vee ne peut pas descendre en dessous de Vi, ¢u¢- done I, ne

change plus.




Données :
~ T : transistor NPN, B = 200, Veesat = 0.2V, th sat = 0.7V.V

~ REL: relais, Rp¢ = 310 Q, relais prévu pour étre alimenté en 12V

45V

cemax -~

~ D : diode de roue libre. Cette diode sert uniquement a protéger le transistor lorsqu'on le
bloque (supprime le pic de tension du au relais).

~ R : ce qu'on cherche.

~V.=+12V

~ Vo vaut 0 ou 5V Lorsque V= 0, on veut que le relais ne soit pas alimenté (soit U, =0),

re

et lorsque V, =5V on veut que le relais soit alimenté (soit U, = 12V environ).

Résolution du probléeme:
On commence par verifier pour Vo= 0:

~ 81 Vg =0, alors Vy,, =0, etIj; =0 (la "diode" base émetteur est bloquée).
Donc le transistor est bloqué, I, =1, =0.Donc U,y =R,.4 x1.,=310x0=0.

~ On a bien obtenu ce qu'on voulait.
~ Remarque, dans ce cas la, V.. = V. = 12V. (C’est bien inférieur & V., max)

REL =
D1N4004 ZE . Urel REL

Ve=12V

T : BC547B






Characteristics of 2N1711 Transistor

Type - NPN

Collector-Emitter Voltage: 50 V
Collector-Base Voltage: 75 V
Emitter-Base Voltage: 7 V
Collector Current: 0.5 A

Collector Dissipation - 0.8 W

DC Current Gain (hfe) - 100 to 300
Transition Frequency - 100 MHz
Noise Figure - 3.5 dB

Operating and Storage Junction Température Range -65 to +200 °C
Package - TO-39




Caractéristiques du transistor bipolaire BC107
Type - NPN

Tension collecteur-émetteur: 45 V ﬁ\- & BC107 pinout
Tension de base du collecteur: 50 V ‘\:/ 1 Erviitiar
Tension emetteur-base: 6 VV \ F 2. Base
Courant du collecteur: 0,1 A \ :\"/ 3. Collector
Collector Dissipation - 0.3 W N\ \_\\‘ 1

Gain de courant CC (hfe) - 110 a 450 %'3 G

Fréquence de transition - 150 MHz

Figure de bruit - 2 dB

Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65a +175 ° C
Paquet - TO-18



Premiére lettre

A = Germanium
B = Silicium
C = arséniure de gallium

R = Matériaux composés

Deuxiéme lettre

A = Diode - faible puissance ou signal

B = Diode - capacité variable

C = Transistor - fréquence audio, faible puissance

D = Transistor - frequence audio, puissance

E = diode tunnel

F = Transistor - haute fréquence, faible puissance

G = Appareils divers

H = Diode - sensible au magnétisme

L = Transistor - haute frequence, puissance

N = photo coupleur . . . . . .
P — BC 547 : Transistor au silicium référence 547 de faible puissance ou audio
Q = émetteur de lumiere
R = Appareil de commutation, faible puissance, par ex. thyristor, diac, unijonction
S = Transistor - commutation basse puissance

T = Appareil de commutation, faible puissance, par ex. thyristor, triac

U = Transistor - commutation, puissance

W = appareil a ondes acoustiques de surface

X = multiplicateur de diodes

Y = Diode de redressement

Z = Diode - référence de tension



"‘1 mesure le courant .. ..oeernenens :

A, mesure le courant ..............
¥, mesure la tension ......ceuuees
V, mesure la tension ..............

R =40KQ R =1KQ;
Le transistor, de type NPN/PNP**, posséde une tension Fﬂﬁm

de 0,3 V et un rapport de transformation 3= 100,

** Choisir le ban type
Nous allons faire varier la tension ¥ et relever la valeur des
autres parameétres.

V.. = 10 vols.

o [ofos[1[2[3[a]as[s5]7
h@A) | 0| 0 |10] 35|60 85 [97.2]109] 159
A | 0 [ 0| 1[35/6 85[97]97[97
he |10[10] 9654 15/03]03[03
e |0 |05[06]/06[06] 06 062/065085
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Type number Package V. max I. max Pior hge min hege max

(V) (mA) (mW) (MHz)
2N3904 TO-92 40 500 300
2ZN3906 TO-92 40 500 250
BC33/7 TO-92 45 625 ) 100
BC547 TO-92 45 500

BD135 TO-126 45 1500 | 8000




POWER TRANSISTOR

Large-area devices — the geometry and doping

- BJT

concentration are different from those of small-signal

transistors
Examples of BJT rating:
[ Small-signal ~ |Power BIT |Power BIT |
Parameter BIT (2N3055) | (2N6078)
(2N2222A)

V.. (max) (V) |40 60 250

I.(max) (A) 0.8 15 7

P, (max) (W) 12 115 45

B 35-100 5-20 12—-70
£(MHz) 300 0.8 1




Quelques modéles complémentaires (NPN / PNP)

BC 3547/ BC557 BC 548 /BC 558 BC 549 /BC 559 BC 108 / BC 308
BC 107/ BC307 BD 135/BD 136 ED 137/ BD 138 BD 677 /BD 678
BD 679 / BD 680 BD 681/ BD 682 2N3055/BDX 18 BDX 10/BDX 18
2N2222 | ZN2507

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES TRANSISTORS

Pmax | e max |

1300 mW||

100 mA ||

300mW ||

100 mA|

500 mW |

100 mA|

1500 mW ||

1800 mA |

1625 mW||

200mA|

625 mW|

1600 mA |

1800 mW ||

1600 mA|

w__

1700 mA ||

2w _ |

LA |

15w |

5A

B50mW|

200 mA |

1500 mW ||

1100 mA |

600 m W)

1600 mA ||

1625 mW ||

600 mA

Vcb: tension maxi entre collecteur et base.
Vce: tension maxi entre collectenr et ém etteur.
Vcbh: tension maxi entre émetteur et base.

Ic max: intensité maxi do courant de collectenr.

P max: puissance dissipée maximale a 25°C. Pour les transistors de puissance, un radiateur approprié est recommandeé.

Tj max: température de jonction maxi (de 150 a 200°C).
Ft: fréequence de transition.
hFE (om béta): gain en courant.



e’l.mi\ &g

Transistors CMS (Composants Miniatures de Surface).
Quelques noms de boitier: SOT223, SOT23
Exemples de references courantes: NPN: BC847, BC817; PNP: BC857, BC807

Transistors a usage general: commutation, amplification, ... (pour les courants faibles)
Quelques noms de boitier: TO92
Exemples de references courantes: NPN: BC547, BC548, BC549, BC337; PNP: BC557, BC558, BC559, BC327

Transistors faible bruit (pour I'audio) et haute frequence. (Les transistors a boitier metallique ne sont plus tres courants)
Quelques noms de boitier: TO18, TO72, TO5, TO39, SOT37
Exemples de references courantes: NPN: 2N2222, 2N2219; PNP: 2N2907, 2N2905

Transistors faible bruit (pour I'audio) et haute frequence. (Les transistors a boitier metallique ne sont plus tres courants)
Quelques noms de boitier: TO18, TO72, TO5, TO39, SOT37
Exemples de references courantes: NPN: 2N2222, 2N2219; PNP: 2N2907, 2N2905

Transistors de moyenne puissance (Ce type de boitier est tres peu utilise)
Quelques noms de boitier: TO202
Exemples de references courantes: NPN: BF869; PNP: BF870

Transistors de moyenne puissance (ils dissipent un peu plus que les transistors precedents: quelques dizaines de watts)
Quelques noms de boitier: TO220
Exemples de references courantes: NPN: BD241, TIP31; PNP: BD242, TIP32

Transistors a forte dissipation (de |'ordre de la centaine de watts)
Quelques noms de boitier: TOP3, TO264, SOT39, ...
Exemples de references courantes: NPN: BD249; PNP: BD250

Transistor a forte dissipation (plusieur centaines de watts)
Quelques noms de boitier: TO3
Exemples de references courantes: NPN: 2N3055; PNP: 2N2955

Quelques vieux transistors (celui qui est en haut a gauche est un transistor au germanium, matériau maintenant abandonné
au profit du silicium)

Quelques noms de boitier: je n'en sais rien

Exemples de references: AC181




Tahble 5.

Row 1

Row 2

Row 3

NPMN

PNP

Case Mote

PAP

Case Mote

PNP

Case Mote
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-

BC320
Bl
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220 it
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Mloize
Free
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o

£0)o | Do [ o
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150 ma,
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e
=
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e
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e

Moize
Free
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Caractéristiques du transistor bipolaire BC107
Type - NPN

Tension collecteur-émetteur: 45 V ﬁ\ o BC107 pinout
Tension de base du collecteur: 50 V ‘\:/ 1 Erviitiar
Tension emetteur-base: 6 VV \ F 2. Base
Courant du collecteur: 0,1 A \ \\"t’;\‘ 3. Collector
Collector Dissipation - 0.3 W . \.,.\” 1

Gain de courant CC (hfe) - 110 a 450 %"3 G

Fréquence de transition - 150 MHz

Figure de bruit - 2 dB

Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65a +175 ° C
Paquet - TO-18

Caractéristiques du transistor bipolaire BC140

Type - NPN :
Tension collecteur-émetteur: 40 V o | ’ BC140 panUt
Tension de base du collecteur: 60 V P “ 1 Emitter
Tension émetteur-base: 7 V '

Courant du collecteur: 1 A 9 3 2 Base
Collector Dissipation - 3.7 W 1 3. Collector

Gain de courant CC (hfe) - 40 a 250

Fréquence de transition - 50 MHz

Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65 a +175° C
Paquet - TO-39

L e transistor PNP complémentaire au BC140 est le BC160



BC548 Transistor Pinout

TO-92 Package

Caracteristiques /specifications techniques:

Type de colis: TO-92

NPN

Type de transistor: NPN 11Collector
Courant maximum du collecteur (IC): 500mA(continu) '=. 5

Tension max collecteur émetteur (VCE): 30 V 5 '{: .' Base

Tension maximale du collecteur-base (VCB): 30 V 1 " 3 3| Emitter
Tension maximale de |'émetteur-base (VEBO): 5V Collector !2 | Emitter

Dissipation maximale du collecteur (Pc): 625 miliWatt Base iﬂfﬂéﬁ&ﬂg‘aﬁﬁfﬂiiﬂiﬂﬁ.ﬁ?’

Apphcations & Mare., .

Frequence de transition maximale (fT): 150 MHz
Gain de courant CC minimum et maximum (hFE): 110-800

La température maximale de stockage et de fonctionnement doit étre: -55 a +150 centigrades

*ComplémentairePNP:PNP Complémentaire BC558



Caracteristiques du transistor bipolaire BD130

Type- NPN

Tension collecteur-émetteur: 60 V

Tension de base du collecteur: 100 V

Courantdu collecteur: 15 A

Collector Dissipation- 100 W

Gain de courant CC (hfe)-20a 70

Frequence de transition - 1 MHz

Plage de temperatures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 a +200 ° C
Paquet- TO-3

» Caractéristiques du transistor bipolaire BD136

+ Type - PNP

» Tension collecteur-émetteur: -45 V

» Tension de base du collecteur: -45 V

» Tension émetteur-base: -5 V

e Courant du collecteur: -1,5 A

* Collector Dissipation - 12.5 W

» Gain de courant CC (hfe) - 40 a 250

» Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 a +150 ° C
+ Paquet-TO-126

amponent .co

BD130 pinout

1. Base
2 Emitter
3. Collector

BD136 pinout

1. Emitter
2. Collector
3. Base



» Caractéristiques du transistor bipolaire BD207

* Type - NPN

nt com

BD207 pinout

e Tension collecteur-émetteur: 60 V

a 1. Emitter + Tension de base du collecteur: 70 V

: ? Collector * Tension émetteur-base: 5V

¥ 3. Base « Courant du collecteur: 10 A
123 + Collector Dissipation - 90 W

* Gain de courant CC (hfe) — 30

» Fréquence de transition - 2 MHz

* Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 a +150 ° C
* Paquet-TO-127

*Le transistor PNP complémentaire au BD207 est le BD208

Rating Symbol Value Unit
PNP NPN

Collector-Emitter Voltage VcEo Vde

BD243B, BD244B 80 COLLECTOR 2, 4 COLLECTOR 2, 4

BD243C, BD244C 100
Collector-Base Voltage Vee Vde

BD243B, BD244B 80 1 1

BD243C, BD244C 100 BASE BASE
Emitter-Base Voltage VER 5.0 Vdc

EMITTER 3 EMITTER 3

Collector Current = Continuous Ic 6 Adc
Collector Current — Peak lcm 10 Adc
Base Current =} 20 Adc
Total Device Dissipation Pp C;SOE-2222[‘,IA

@ Tc=25°C 65 W

Derate above 25°C 0.52 W/eC STYLE1
Operating and Storage Junction Ty Tstg | =65 to +150 °C
Temperature Range




» Caractéristiques du transistor bipolaire BD245C

BD245C pinout * Type-NPN

» Tension collecteur-émetteur: 100 V

1. Base _
+ Tension de base du collecteur: 115V

2. Collector

3 Emitter + Tension émetteur-base: 5 V

» Courant du collecteur: 15 A
» Collector Dissipation - 80 W
* Gain de courant CC (hfe) - 40

» Fréquence de transition - 3 MHz
* Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65 a +150 ° C

* Paquet - TO-3P

*Le transistor PNP complémentaire au BD245C est le BD246C



Caracteristiques du transistor bipolaire BCP54

Type - NPN BCPS54 pinout
Tension collecteur-eémetteur: 45 V

Tension de base du collecteur: 45 V “" 1. Base

Tension émetteur-base: 5V 2. Collector
Courant du collecteur: 1 A 3 Emitter

Collector Dissipation- 1.5 W

Gain de courant CC (hfe) - 40 a 250

Frequence de transition - 100 MHz

Plage de temperatures de jonction de fonctionnement et de stockage -55a +150 ° C
Paquet- SOT-223

BCV27 pinout

Caracteristiques du transistor bipolaire BCV27

Type - NPN

Tension collecteur-émetteur: 30 V & 1. Base
Tension de base du collecteur: 40 V 2 Emitter
Tension emetteur-base: 10 V 3. Collector

Courant du collecteur: 1,2 A
Collector Dissipation- 0.35 W
Gain de courant CC (hfe) - 10000
Frequence de transition - 220 MHz
Plage de temperatures de jonction de fonctionnement et de stockage -55a +150 ° C
Paquet- SOT-23



Caractéristiques du transistor bipolaire BSR41 Type - NPN
Tension collecteur-émetteur: 60 V

Tension de base du collecteur: 70 V

Tension émetteur-base: 5 V

Courant du collecteur: 1 A

Collector Dissipation - 1.35 W

Gain de courant CC (hfe) - 100 a 300

Fréquence de transition - 100 MHz

Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65 a +150 ° C

Paquet - SOT-89

Caractéristiques du transistor bipolaire BU204 Type - NPN
Tension collecteur-émetteur: 600 V

Tension collecteur-base: 1300 V

Tension émetteur-base: 5V

Courant du collecteur: 2,5 A

Collector Dissipation - 36 W

Gain de courant CC (hfe) - 2

Fréquence de transition - 4 MHz

Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65 a +115° C

Paquet - TO-3

m

component.co

)
-
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BSR41 pinout

1. Base
2. Collector
3. Emitter

BU204 pinout

1. Base
2 Emitter
3. Collector



e Caractéristiques du transistor bipolaire DXT2222A

e Type - NPN

e Tension collecteur-émetteur: 40 V

e Tension collecteur-base: 75V

e Tension émetteur-base: 6 V

e Courant du collecteur: 0,6 A

e Collector Dissipation - 1 W

e Gain de courant CC (hfe) - 100 a 300

e Fréquence de transition - 300 MHz

e Figure de bruit - 4 dB

e Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 a +150 ° C
e Paquet - SOT-89

e Electriquement similaire au populaire 2N2222A (/bipolar-transistors/2n2222a)

Le transistor PNP complémentaire au DXT2222A est le DXT2907A

DXT2222A pinout

1. Base
2 Collector
3. Emitter

O




Rating

Symbol 1N4933 | 1N4934 | 1N4935 | 1N4936 | 1N4937 | Unit
tPeak Repetitive Reverse Voltage Vaam 50 100 200 400 600 V
Working Peak Reverse Voltage VawM
DC Blocking Voltage Vg
tNon-Repetitive Peak Reverse Voltage VasMm 75 150 250 450 650 )
RMS Reverse Voltage VR(RMS) 35 70 140 280 420
tAverage Rectified Forward Current lo 1.0 A
(Single phase, resistive load, Ta = 75°C) (Note 2)
tNon-Repetitive Peak Surge Current IFsm 30 A
(Surge applied at rated load conditions)
Operating Junction Temperature Range Ty, Tstg -65to +150 "C

Storage Temperature Range

Caractéristiques diode 1N4936

Tension inverse de créte maximale récurrente - 400V

Courant de sortie direct moyen maximum - 1A

Chute de tension directe maximale par élémenta 1,0 ACC - 1,3V

Temps de récupération inverse maximum - 150ns

Capacité de jonction typique 15pF
Paquet - DO-41

Poids 0,33grammes

Plage de températures de fonctionnement et de stockage -65 ... + 150° C




Caractéristiques du transistor bipolaire 2N6672 2N6672 pinout
Type - NPN
Tension collecteur-émetteur: 350V 1. Hese

. 2. Emitter
Tension collecteur-base: 550V

. 3. Collector
Tension émetteur-base: 8V
Courant du collecteur: 8A
Collector Dissipation - 150W
Gain de courant CC (hfe) - 10a 40
Fréquence de transition - 60MHz
Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65 a +200° C
Paquet - TO-3

6}, 2N6728 pinout
» Caractéristiques du transistor bipolaire 2N6728 *'-'_ k ;
X 1. Emitter
* Type - PNP ; 2 pacs
» Tension collecteur-émetteur: -60V '
3. Collector

» Tension de base du collecteur: -60V
+ Tension émetteur-base: -5V

* Courant du collecteur: -2A

» Collector Dissipation - 2W

* Gain de courant CC (hfe) - 50a 250
* Fréquence de transition - 50MHz

* Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65 a +150° C
* Paquet - TO-237



*Caractéristiques du transistor bipolaire 25A1006
* Type - PNP

» Tension collecteur-eémetteur: -180V

» Tension de base du collecteur: -180V

¢ 2SA1006 pinout

1. Base
« Tension émetteur-base: -5V 2. Collector
e Courant du collecteur: -1,5A 3. Emitter

» Collector Dissipation - 25W 1
» Gain de courant CC (hfe) - 60a 320

* Fréquence de transition - 80MHz

* Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 a +150° C
* Paquet - TO-220

» Caractéristiques du transistor bipolaire 2SA1007
* Type - PNP

* Tension collecteur-émetteur: -130V

» Tension de base du collecteur: -150V

* Tension émetteur-base: -5V

» Courant du collecteur: -10A

* Collector Dissipation - 100W

» Gain de courant CC (hfe) - 40a 320 3. Collector
* Fréquence de transition - 50MHz

* Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65 a +150° C

* Paquet-TO-3

2SA1007 pinout

1. Base
2. Emitter

» Car actéristiques du tr ansistor bipolaire 2SA1025
* Type - PNP

» T ension collecteur-emetteur: -60V

» T ension de base du collecteur: -60V

2SA1025 pinout

» T ension émetteur-base: -5V 1. Emitter
e Courant du collecteur: -0,1A 2 Collector
» Collector Dissipation - 0.4W

3. Base

» Gain de courant CC (hfe) - 250a 800
* Fréquence de transition - 90MHz

* Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 a +150° C
o Paqguet - TO-92




«Caractéristiques du transistor bipolaire 2SB555-O
*Type - NPN

*Tension collecteur-émetteur: 140V

*Tension de base du collecteur: 140V

25B555-0 pinout

*Tension émetteur-base: 5V 1. Base
«Courant du collecteur: 12A 2. Emitter
*Collector Dissipation - 100W 3 Collector

*Gain de courant CC (hfe) — 70 a 140

*Fréquence de transition - 6MHz

*Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65 a +150° C
*Paquet - TO-3

*Caractéristiques du transistor bipolaire 2SB996
*Type - PNP

*Tension collecteur-émetteur: -80V

*Tension de base du collecteur: -80V

25B996 pinout

. } : 1. Base
*Tension émetteur-base: -5V %, 2 Collector
*Courant du collecteur: -4A 3 3. Emitter

Collector Dissipation - 30W 1
*Gain de courant CC (hfe) — 40 a 240

*Fréquence de transition - 9MHz

*Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 a +150° C
*Paquet - TO-220F



*Caractéristiques du transistor bipolaire 2SC1061
*Type - NPN

*Tension collecteur-émetteur: 50V

*Tension de base du collecteur: 50V

*Tension émetteur-base: 4V

*Courant du collecteur: 3A

*Collector Dissipation - 25W

*Gain de courant CC (hfe) - 35a 320

*Fréquence de transition - 5SMHz

*Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 a +150° C
*Paquet - TO-220

¢ 2SC1061 pinout

1. Base
2. Collector
3. Emitter

*Caractéristiques du transistor bipolaire 2SC1080
*Type - NPN

*Tension collecteur-émetteur: 100V

*Tension de base du collecteur: 100V

*Tension émetteur-base: 5V

*Courant du collecteur: 12A

*Collector Dissipation - 100W

*Gain de courant CC (hfe) - 40a 140

*Fréquence de transition - 4MHz

*Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65 a +150° C
*Paquet - TO-3

2SC1080 pinout

1. Base
2. Emitter
3. Collector

*Caractéristiques du transistor bipolaire 25C1368
*Type - NPN

*Tension collecteur-émetteur: 25V

*Tension de base du collecteur: 25V

*Tension émetteur-base: 5V

*Courant du collecteur: 1,5A

*Collector Dissipation - 8W

*Gain de courant CC (hfe) - 60a 320

*Fréquence de transition - 180MHz

*Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 a +150° C
Paqiiet - TO-126

2SC1368 pinout

1. Emitter
2. Collector
3. Base



*Caractéristiques du transistor bipolaire 25C3324-GR
*Type - NPN
*Tension collecteur-émetteur: 120V

2SC3324-GR pinout

*Tension de base du collecteur: 120V 1. Base
*Tension émetteur-base: 5V 2 Emitter
Courant du collecteur: 0,1A 3 Collector
*Collector Dissipation - 0.15W
*Gain de courant CC (hfe) - 200a 400
*Fréquence de transition - 100MHz
*Figure de bruit - 0,5dB
*Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 a +150° C
*Paquet - SOT -23
*Caractéristiques du transistor bipolaire 25C3438
*Type - NPN .
*Tension collecteur-émetteur: 100V 25C3438 pInOUT
*Tension de base du collecteur: 100V 1 Base
*Tension émetteur-base: 5V

2. Collector
*Courant du collecteur: 0,5A ‘

3. Emitter

*Collector Dissipation - 0.5W

*Gain de courant CC (hfe) - 55a 300

*Fréquence de transition - 130MHz

*Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 a +150° C
*Paquet - SOT -89

*Caractéristiques du transistor bipolaire 25C3858-0O
*Type - NPN

*Tension collecteur-émetteur: 200V

*Tension de base du collecteur: 200V

*Tension émetteur-base: 6V

2SC3858-0 pinout

1. Base
*Courant du collecteur: 17A .3 2 Collector
+Collector Dissipation - 200W ‘1l 2 3. Emitter

*Gain de courant CC (hfe) - 50a 100
*Fréquence de transition - 20MHz
Plaage de températures de ionction de fonctionnement et de stockaae -55 a +150° C



Type de colis: TO-92 BC548 Transistor Pinout

Type de transistor: NPN ——

Courant maximum du collecteur (IC): 500mA - - e
Tension max collecteur-émetteur (VCE): 30V

Tension maximale du collecteur-base (VCB): 30V ; Base

Tension maximale de I'émetteur-base (VEBO): 5V

Dissipation maximale du collecteur (Pc): 625 miliWatt 2. S
Fréquence de transition maximale (fT): 150 MHz o Bgse s AT
Gain de courant CC minimum et maximum (hFE): 110-800 S

La température maximale de stockage et de fonctionnement doit étre: -55a +150 centigrades

Caractéristiques /Spécifications techniques

Type de colis: TO-92 BC558 Transistor Pinout

Type de transistor: PNP T0-92 Package

Courant maximum du collecteur (IC): -100mA ' s

Tension max collecteur-émetteur (V CE): -30V . 3| Emitter
Tension maximale du collecteur-base (VCB): -30V f Y\ 2

Tension maximale de I'émetteur-base (VBE): -5V ; \ Base

Dissipation maximale du collecteur (Pc): 500 Milliwatt 1‘ || \ 11 Collector
Fréquence de transition maximale (fT): 100 MHz e 2 s i comoenentsinto com

Gain de courant CC minimum et maximum (hFE): 110 a 800
La température maximale de stockage et de fonctionnement doit étre: -65 a +150 centigrades
Complémentaire NPN Le complément NPN de BC558 est BC548




*Ldaldilclistugucs du uallsistor DIpoiadiie Duo I /-£20VV
*Type - NPN

*Tension collecteur-émetteur: 45V

*Tension de base du collecteur: 50V

BC817-25W pinout

1. Base
*Tension émetteur-base: 5V _

2. Emitter
*Courant du collecteur: 0,5A

R 3. Collector

*Collector Dissipation - 0.2W
*Gain de courant CC (hfe) - 160a 400
*Fréquence de transition - 100MHz
*Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65 a +150° C
*Paquet - SOT -323
*Caractéristiques du transistor bipolaire BCP54
*Type - NPN
Tension collecteur-émetteur: 45V BCP54 piﬂOU't
*Tension de base du collecteur: 45V
*Tension émetteur-base: 5V 1. Base
*Courant du collecteur: 1A 2 Collector
*Collector Dissipation - 1.5W 3 Emitter

*Gain de courant CC (hfe) - 40a 250

*Fréquence de transition - 100MHz

*Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 a +150° C
*Paquet - SOT -223

*Caractéristiques du transistor bipolaire BCV27
*Type - NPN

*Tension collecteur-émetteur: 30V

*Tension de base du collecteur: 40V

BCV27 pinout

Tension émetteur-base: 10V 1. Base
*Courant du collecteur: 1,2A 2 Emitter
*Collector Dissipation - 0.35W

3. Collector

*Gain de courant CC (hfe) - 10000

*Fréquence de transition - 220MHz

*Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 a +150° C
*Paquet - SOT -23




Caractéristiques du transistor bipolaire BCX19
Type - NPN

Tension collecteur-émetteur: 45V

Tension de base du collecteur: 50V

BCX19 pinout

Tension émetteur-base: 5V 1. Bage
Courant du collecteur: 0,5A 2. Emitter
Collector Dissipation - 0.3W 3. Collector

Gain de courant CC (hfe) - 100a 600
Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 a +150° C
Paquet - SOT -23

Caractéristiques du transistor bipolaire BCX56
Type - NPN

Tension collecteur-émetteur: 80V

Tension de base du collecteur: 100V

BCX56 pinout

. 1. Base
Tension émetteur-base: 5V
Courant du collecteur: 1A 2. Collector
Collector Dissipation - 1.2W 3. Emitter

Gain de courant CC (hfe) - 63a 250

Fréquence de transition - 130MHz

Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65 a +150° C
Paquet - SOT -89

Caractéristiques du transistor bipolaire BD130
Type - NPN

Tension collecteur-émetteur: 60V

Tension de base du collecteur: 100V 8 Hans
Courant du collecteur: 15A _
Collector Dissipation - 100W 2. Emitter
Gain de courant CC (hfe) - 20a 70 3. Collector
Fréquence de transition - 1MHz

Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 a +200° C

Paquet - TO-3

BD130 pinout




Caracteristiques du transistor bipolaire HSD1609

Type - NPN )
HSD1609 pinout
Tension collecteur-emetteur: 160V
, 1. Emitter
Tension de base du collecteur: 160V
2. Collector
Tension emetteur-base: 5V 12‘ < 3 Base

Courant du collecteur: 0,1A

Collector Dissipation - 1.25W

Gain de courant CC (hfe) - 60a 320

Frequence de transition - 145MHz

Plage de temperatures de jonction de fonctionnement et de stockage -50a +150° C

Paquet- TO-126



Caractéristiques du transistor bipolaire MJ2841
Type - NPN

Tension collecteur-émetteur: 80V

Tension de base du collecteur: 80V 1. Base
Tension émetteur-base: 4V 2. Emitter
Courant du collecteur; 10A 3. Collector
Collector Dissipation - 150W

Gain de courant CC (hfe) - 20a 100

Fréquence de transition - 20MHz

Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65 a +200° C

Paquet - TO-3

MJ2841 pinout




Caracteéristiques du transistor bipolaire BUX48
Type - NPN
Tension collecteur-émetteur: 400V

BUX48 pinout

] 1. Base
Tension collecteur-base: 800V .
_— 2. Emitter
Tension eémetteur-base: 7V
3. Collector

Courant du collecteur: 15A

Collector Dissipation :175W

Gain de courant CC (hfe) : 8

Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65 a +200° C
Paquet - TO-3

Caractéristiques du transistor bipolaire NJVW0281
Type - NPN

Tension collecteur-emetteur: 250V

Tension collecteur-base: 250V

NJWO0281 pinout

1. Base
2. Collector
3. Emitter

Tension émetteur-base: 5V
Courant du collecteur: 15A
Collector Dissipation - 150W

Gain de courant CC (hfe) : 75a 150
Fréquence de transition :30MHz
Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65 a +150° C
Paquet - TO-3P




Désignation de type: 2N3025

Matériel de transistor: Si

Polarité: PNP

Dissipation de puissance maximale du collecteur (Pc): 25 W
Tension maximale du collecteur-base | Vcb |: 45V

Tension maximale collecteur-émetteur | Vce |: 45V

Tension maximale de I'émetteur-base | Veb |: 4 V

Courant maximal du collecteur | Ic max |: 3 A

Max. Température de jonction de fonctionnement (Tj): 175 ° C
Fréquence de transition (ft): 60 MHz

Rapport de transfert de courant direct (hFE), MIN: 50
Figure de bruit, dB: -Paquet: TO3

*NPN Complémentaire 2N5551

NOUS
contacter

]



Circuit de commutation de relais NPN

Le circuit de commutation de relais a transistor NPN précédent est idéal pour la commutation de
petites charges telles que les LED et les relais miniatures. Mais parfois, il est nécessaire de
commuter des bobines de relais plus grandes ou des courants au-dela de la plage d'un

transistor BC109 a usage général

+Veoo

+Veo ® o
NC WO MG NO

Flywheel * Flywheel _L_
Diode /% | Relay ‘\ Diode 7\ Relay
C

I:‘.'l—l-"':

NPM
BC337

[
L
|
—
i
m
m"'"—""r i




oCircuit de commutation de relais PNP

elLe circuit de transistor PNP fonctionne a I'opposé du circuit de commutation de relais NPN. Le
courant de charge circule de I'émetteur au collecteur lorsque la base est polarisée en direct
avec une tension plus négative que celle de I'émetteur. Pour que le courant de charge des relais

circule a travers I'émetteur vers le collecteur, la base et le collecteur doivent étre négatifs par

rapport a I'émetteur
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Gnd/5V

+3.3V
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Transistors
Transistors petits signaux

Transistors bipolaires

SOT-23 SOT-223
__ . iNopd R

B S

o B M
Transistors faibles signaux

TO-18 - NPN

2N2222A Motorola 40 800 400 100/ 300 0,3 300
BC107B Motorola 45 200 600 240 /500 0,6 150

TO-18-PNP

BC179 STM 25 100 300 240/ 500 0,25 200 (typ)
BC478 STM 40 150 360 125 /500 0,25 180 (typ)
BC479 STM 40 150 360 220/ - 0,25 180 (typ)
BC177 STM 50 100 300 125/ 260 0,25 200 (typ)
2N2907A Motorola 60 500 400 100/300 0,4 200
BC477 STM 80 150 360 125/ 260 0,25 180 (typ)



Transistors faibles signaux
TO-18 - NPN

2N2222A Motorola
BC107B Motorola
TO-18 - PNP

BC179 STM
BC478 STM
BC479 STM
BC177 STM
2N2907A Motorola
BC477 STM
TO-39- NPN

2N2219A Motorola
2N3053 Motorola
ZN1711 Motorola
BC142 STM
BC441 STM
2N3019 Motorola
2N3440 Motorola

fab.

100
150
150
100
600
150

800
700

1000
1000
1000
1000

400
600

300
360
360
300
400
360

800
5000
800
750
1000
800
1000

SOT-23 g

100 /300
240 /500

240 /500
125 /500
220/ -

125/ 260
100/300
125/260

100/ 300
50 /250
100/ 300
20/ -
40/70
100/300
40/160

0T-223

(Vmax)  (MHzmin)

0,3 300

0,6 150

0,25 200 (typ)
0,25 180 (typ)
0.25 180 (typ)
0,25 200 (typ)
04 200

0.25 180 (typ)
0.3 300

1.4 100

1,5 70

0,4 80

1 50

0,2 100

0,5 15



2N2219A
2N3053
2N17T1
BC142
BC441
ZN3019
2N3440

TO-39 - PNP
BFY52
BFY51
BFY50
BFX88
2N2905
2N2905A
2N2905A
BC143
BC461
2N5415
2N5416

TO-39 - NPN

TO-18

Motorola
Motorola
Motorola
STM

STM

Motorola
Motorola

=

-

Motorola
Motorola
Motorola
STM

STM

Motorola
Motorola

TO-39 TO-92 SOT-23
(Vmax) (mA)  (mWmax)  (min/max.)
40 800 800 100/300
40 700 5000 50 /250
50 - 800 100 /300
60 1000 750 20/-
10 1000 1000 40/70
80 1000 800 100/ 300
250 1000 1000 40 /160
20 1000 800 60 /142
30 1000 800 15/55
35 1000 800 15/70
40 600 600 40/125
40 600 600 100/ 300
60 600 400 100/ 300
Conditionnement en barrette de 50 pieces
60 1000 750 20/ -
60 1000 1000 40/70
200 1000 1000 30/150
300 1000 1000 30/120

SOT-223

 Vcesat |
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e R oy a - "
~ (mWmax)  (min/max)  {(Vmax) (MH

TO-92 - PNP

2N3702 Motorola 25 200 360 60/ -
ZTX500 Zetex 25 500 300 50/ 300
BC214C N.S. 30 100 350 140/ 600
BC213L STM 30 200 300 70/-
2N3703 Motorola 30 200 360 30/ - -
ZTX502 Zetex 35 500 300 100/ 300 0.25

!PPI
= QLS ]

TO-92 SOT-23 SOT-223

i)

100
150
320
200
100
150



CeEimEERE R T = s

™ N (mA)  (mWmax)
Transistors faibles signaux

TO-18 - NPN

2N2222A Motorola 40 800 400
BC107B Motorola 45 200 600
TO-18 - PNP

BC179 STM 25 100 300
BC478 STM 40 150 360
BC479 ST™M 40 150 360
BC177 ST™M 50 100 300
2N2907A Motorola 60 600 400
BC477 STM 80 150 360
TO-39- NPN

2N2219A Motorola 40 800 800
2N3053 Motorola 40 700 5000
2ZN1711 Motorola 50 - 800
BC142 ST™M 60 1000 750
BCAM ST™M 70 1000 1000
2N3019 Motorola 80 1000 800
2N3440 Motorola 250 1000 1000
TO-39 - PNP

BFY52 - 20 1000 800
BFY51 30 1000 800
BFY50 - 35 1000 800
BFX88 - 40 600 600
2N2905 Motorola 40 600 600
2N2905A Motarola 60 600 400
2N2905A Moatorola Conditionnement en barrette de 50 piéces
BC143 STM 60 1000 750
BC461 STM 60 1000 1000
2N5415 Motorola 200 1000 1000
2N5416 Motorola 300 1000 1000
T0O-92 - NPN

BCUB1 - 10 3000 750
2N2369A Philips 15 200 360
ZTX313 Zetex 15 500 300
X314 ﬁﬂm 15 300
ZTX1048 etex 17,5 1000
ZTX689B Zetex 20 3000 1000
BCU83 20 5000 ggg

e o

(min./m

100/300
240/500

240/500
125/500
220/-

125/260
100/300
125/ 260

100/ 300
50 /250
100/ 300
20/-
40/70
100/ 300
40/160

60/ 142
15/55
15/70
40/125
100/300
100/300

20/ -

40/70
30/150
30/120

140/ -
40/120
40/120
40/120
300/ 1200
150/ -
100/ 560
50/300

BC549 Motorola 30 100
BC133L ST™M 30 200
BC184L Motorola 30 200
2N3704 Motorola 30 800
ZTX302 Zetex 35 500
2N3904 N.S. 40 200
£00
ZTX1051A Zetex 40 4000 |
e ) ou
BC237B Motorola 45 100
BC337-25 Motorola 45 500
BC337 N.S. 45 800
ZTX450 Zetex 45 1000
etex
ZTX690B Zetex 45 2000
o JU A" v
BC182L ST™M 50 200
BFR40 N.S. 60 1000
ZTX451 Zetex 60 1000
BC637 N.S. 60 1500
4 ).(:1] E— Y B0 ::f::l
ZTX851 Zetex 60 5000
A0 AL S S| —C
S P TT — 00
ZTX653 etex
ZT)(BES Zetex 100 4000
etex 140 1uuu
MPSA42 Motorola 300 500
TO-92 - PNP
2N3702 Motorola 25 200
ZTX500 Zetex 25 500
BC214C N.S. 30 100
BC213L ST™M 30 200
2N3703 Motorola 30 200
ZTX502 Zetex 35 500

625
300
300
360
300
350
625
1000
625
350
800
625
1000
600
1000
1000
350
300
800
1000
600
1000
1200
625
1000
625
1000
1000
1200
1000
625

360
300
350
300
360
300

110/800
120/-
240/ -
300/ -
100/ -
100/300
100 /300
300/1200
110/800
200/ 460
160 / 400
100/ 630
100/ 300
40/ 250
100 /300
150/ -
240 /500
120/-
75/-
50/ 150
40/250
100/ 300
100/300
110/450
300/ 1200
40/160
40/200
100/300
100/300
1000/ 100K
40/-

60/-
50/300
140/ 600
10/-
30/-
100/300



TO-18 TO-39

TO-92- NPN

BCUB1 - 10 3000
2N2369A Philips 15 200
ZTX313 Zetex 15 500

BCE Motorola 30

BC183L STM 30 200
BC184L Motorola 30 200
2N3704 Motorola 30 800
ZTX302 Zetex 35 500
2N3904 N.S. 40 200
ZTX1051A Zetex 40 4000

Q. H Tuw
BC237B Motorola 45 100
BC337-25 Motorola 45 500
BC337 N.S. 45 800
ZTX450 Zetex 45 1000

etex

ZTX690B Zetex

ady JuU uu
BC182L STM 50 200
BFR40 N.S. 60 1000
ZTX451 Zetex 60 1000
BC637 N.S. 60 1500

100
etex 140 100U
MPSA42 Motorola 300 500

750
360
300
300
1000
1000
900
300
625
300
300
360
300
350
625
1000
625
350
800
625
1000
600
1000
1000
350
300
800
1000
600
1000
1200
625
1000
625
1000
1000
1200
1000
625

140/ -
40/120
40/120
40/120
300/ 1200
150/ -
100/ 560
50/300
110/ 800
120/-
240/-
300/-
100/ -
100/300
100/300
300/1200
110/800
200/ 460
160/ 400
100/ 630
100/ 300
40/ 250
100/ 300
150/ -
240 /500
120/ -
75/-

50/ 150
40/250
100/300
100/300
110/450
300/ 1200
40/ 160
40/200
100/300
100/300
1000/ 100K
40/-

SOT-223
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(b) prp

(a) npn

(b) Saturation — closed switch

(a) Cutoff — open switch

(al npn (b) pap

BC reverse- BC reverse-
biased hiased
“\ !
" A e
+ by -
| i + EE) = 5%
-T . -
+__ /" e = //" +
—_ BE forward- e BE forward-
biased ey hiased
(b) pnp

{(a) npn



Ve

sat

Valeur de la tension entre Collecteur et Emetteur
quand le transistor est saturé. Cette tension est géne-
ralement faible. Les constructeurs peuvent donner plu-

sieurs valeurs de VCEmen fonction du courant Ic.
ZN2369A : VCEm = 0,5 volt maximum.
2N3773 : VCEM = | volt maximum.

mlg
max

C'est le courant maximum supportable par un transis-
tor sur sa Base. En effet, pour saturer un transistor, il
faut I > f.I-__. On pourrait étre alors tente d'injecter
un cuurant de Lase trés important afin d’étre certain de
la saturation. Ig - limite donc la valeur du courant fy
injecté afin de ne pas degrader le transistor. A ne pas
dépasser ! On définit généralement le coefficient de
sursaturation kc. Afin d’étre certain de saturer le trans-
istor, on injecte sur sa base un courant plus important

que Icm;‘ﬁ:

- VCEI'IIHI

C’est la tension maximale supportable par un transis-
tor entre la jonction Collecteur/Emetteur. A ne pas
depasser !

2ZN2369A : VEE,m = |5 volts.

2N3773: Ve = 140 volts,
midx

m/

: Cmax ) )
C'est le courant maximum pouvant circuler entre le
Collecteur et I'Emetteur d'un transistor sans detériora-
tion de celui-ci. A ne pas dépasser !

2N2369A : Icm“ =200mA ; 2ZN3773: 1. =16 A.

-] VBE

Lorsque la jonction Base Emetteur est passante, la ten-
sion Vg, est équivalente a une tension de seuil d'une
diode. Typiquement : 0,5 V < V. < | V. C'est la valeur
limite de Vg, qui permet de debloquer le transistor.

mV
‘BEII!!VIIIIH s
Tension inverse maximum supportable entre Base et

Emetteur, lorsque le transistor est bloqué. A ne pas
dépasser !

up

f est le rapport I./l; en régime de fonctionnement
linéaire. 3 n'est pas une valeur fixe. Un constructeur
donne une plage de valeur.  est censé étre compris

dans cette plage.

Pour étudier un montage a transistor en commutation,
il faut raisonner avec § = B_. et avec f = B_. pour
étre sOr d’avoir le fonctionnement souhaité avec un
transistor ayant un [3 compris entre §_. et ..
2N2369A: 40 < f < 120; 2N3773: 15 < B < 60.
— Les constructeurs notent généralement ce para-
metre H.



mYV
Bliil £ j a3 VCE
Les constructeurs préecisent parfois cette valeur cor- max
, : : C'est la tension maximale supportable par un transis-
respondant 3 |a tension Base Emetteur quand le trans- : bé: [ onctian Eollecteiitmationt & fro Ba
istor est sature. VBE > Vg méme s'ils gardent e dm entre la_joncti P
epasser !

meéme ordre de grandeur
max

af, 2N3773: Ve = 140 volts.
C'est |I'expression de la puissance dissipée par un trans-
istor. En commutation, la puissance dissipée possede
4 expressions differentes, selon I'état du transistor.
Exemple pour un transistor commandé en commuta-
tion avec une période T.
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Résumé du fonctionnement d’un transistor NPN

MODE Ve L i Ve
£ - Ve imposée par le
Blogue. | Vg <07V 0 0 montage : & calculer
Passant Icsat Ve=0V
& SNl = VCE
Lineaire Is B Ic=B.I a calculer
Passant I e o _ -
Sature Ig > st mf::mp;; " Vee = Ve =0V
B 3 calculer
Résumeé du fonctionnement d’'un transistor PNP
MODE Ve i I Ve
I e Ve imposée par le
BIOGUE || Vor ><0/2i¥ b . montage : a calculer
Passant Iceat L Ve <OV
Linéaire Ig < B Ic=PB.Is 3 calculer
Vge =-0,7 V I
Passant Csat
Saturé IB > B I = Lo Vee = Ve 0V
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